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Fig. 1. Sample structure 
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Fig. 2. Thickness dependence of mobility  
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Fig. 3 EBSD images of samples with (a) and w/o Si 

cap (b) after annealing at 450℃ for 2h. 
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【はじめに】 高性能薄膜デバイスの実現のため、Si に比べてキャリア移動度が高い Ge は非常に魅力的な

材料である[1]。我々は絶縁基板上の Sn 添加 Ge 膜の固相成長を検討し、a-Si 下地を挿入することで、

Ge 薄膜(膜厚:≤50nm)のキャリア移動度が向上することを

明らかにした[2]。しかし、この方法でも膜厚が薄くなる

につれてキャリア移動度が低下し、次世代の完全空乏デバ

イスで必要となる極薄膜(膜厚:≤20nm)では移動度の測定

が困難になる[3]。本研究ではこれを解決するために、a-Si

キャップ効果を検討した。 

【実験方法】 分子線法を用いて石英基板上に a-Si 層下地

(膜厚:5nm)を堆積し、その上に a-GeSn 層(Sn:濃度 2% , 膜

厚:20~50nm)と a-Si キャップ層（膜厚:0~5nm）を堆積した

(Fig. 1)。その後、N2雰囲気中で熱処理(450~500℃)を行い、

固相成長を誘起した。 

【結果と考察】 ホール効果測定により得られたキャリア移

動度を GeSn 膜厚の関数として Fig. 2 に示す。キャップ

層がない試料の移動度は膜厚の減少に伴って減少し、膜厚

20nm では移動度を測定出来なかった。一方、キャップ層

がある試料では膜厚 20nm でも移動度が測定でき、約

80cm²/Vs の値が得られた。 

GeSn 膜厚 50nm の試料の EBSD 像を Fig. 3 に示す。

キャップを付加した試料(a)の粒径は、キャップが付加さ

れていない試料(b)の粒径に比べて大きいことが判る。従

って、キャップを付加することで粒径が拡大し、移動度が

向上することが明らかなになった。講演では、トランジス

タ動作特性についても議論する。 
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